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Системы пленка Ge на полупроводниковых подложках широко изучают-
ся как перспективные системы для использования в оптоэлектронике при 
разработке светоизлучающих приборов [1]. Подобного рода структуры по-
лучают методом лазерного осаждения германия на полупроводниковые под-
ложки. В результате получается система аморфная пленка/полупроводник, 
причем толщина пленки и ее свойства определяются технологическим про-
цессом. Обычно пленки имеют толщины порядка сотен нанометров, то есть 
сравнимые с длинами волн оптического излучения. Для изменения свойств 
пленки подвергают термической обработке. В частности, для модификации 
указанных структур используется лазерный отжиг. В этой ситуации для оп-
ределения оптимальных режимов лазерного воздействия важным является 
знание оптических свойств отжигаемых систем.  

В настоящей работе проведено моделирование отражательной способ-
ности аморфного германия (а-Ge) на подложке монокристаллического 
кремния (Si). Использовался подход, описанный в [2], в основе которого 
лежит метод характеристических матриц. Исследованы отражательная 
способность системы a-Ge/Si на двух длинах волн 694 и 532 нм, которые 
являются длинами волн излучения рубинового и Nd:YAG лазеров соответ-
ственно. Оба эти лазера широко используются в научных исследованиях. 
Проанализированы зависимости отражательной способности от поляриза-
ции излучения, от угла падения и толщины пленки.  

Разработанный алгоритм может быть использован для определения  
оптических свойств германиевых пленок на других полупроводниковых 
подложках.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проекту Ф16Р-069.  
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